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四硼酸铿 ( L B O ) 单晶提拉法生长所遇到的主要问题是晶体中心的
“ 芯 ” 状缺陷难于 克

服
,

本文对
“ 芯 ” 状缺陷的形成和影响因素进行 了讨论

: 1
.

四硼酸盐中特殊的 B 一 o 桥联 结

构
,

使得四硼酸盐在熔融态时也存在较复杂的或长或短的链状或层状 结构
,

导致了熔体的高

粘度和低扩 散速度
,

使结晶过程耍越过较大的能量势垒
,

容易出现不完全析晶和 分 相 的 问

题
。

2
.

熔体高粘度引起生长界面边界层厚度大
,

纵向和径向杂质浓度梯度大
,

生长界面中

心的杂质浓度最大
,

随着晶体生长
,

界而中心的杂质首先达到一定浓度
,

开始在界面中心 出

不同类型的缺陷 ( 随杂质类型和生长工艺条件而定 )形成了
“ 芯 ” 。

3
.

影响较大的一类杂质

引起熔体粘度增大的杂质
,

熔体枯度与杂质元素的半径
、

场强
、

配位数和键能有关
,

通过这

些参数 可以找到影响较大的有害杂质
。

4
.

根据上述讨论
,

我们采取 了 几种减小晶体生长界面处的杂质浓度和过剩 组 分 的措

施
,

能有效地减少
“ 芯 ” 状缺 陷

。
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应用光学显微镜
,

电子探针背散射电子成像
, X射线面扫描

, X光衍射仪物相分析 和 原

子吸收分光光度计等对 B C O大单晶生长中间试验过程中常出现的
、

严重影响晶体光学质量 的

宏观缺陷的形貌
,

形成机理及其消除方法进行了观察和研究
。

研究表明
,

晶体生长过程 中随

环境条件的变化这些宏观缺陷的形貌和形成机理是不同的
。

第一种情况
,

当发热体系统发生

突变并引起骤然降温时
,

在重新升温生长的体 中就会产生灰黑色的散射层
,

这一 散 射 层 基

本上由不规则形状 (滴状
、

珊瑚状 ) 和规则形状 ( 六角形
、

正方形
、

矩形
、

菱形
、

三角形
、

梯形 ) 的金属铂的包裹体组成
。

第二种情况
,

在B G O原料中杂质的含量偏高
,

生长时的熔体

温度控制偏低或温度波动时
,

由于组分过冷而形成的生
一

长云层
。

显微镜下观察其形貌主要为

平行于生长方向的圆柱形包裹体
、

其中含有较 高的杂质元素
。

有时这种圆柱 体可长 达 1 0c m
,

(称纵向条纹 ) 并发现 了典型 的熔质尾迹
。

第三种情况
,

生长过程受到机械震动的影响时
,

在晶体中也会产生滴状 的包裹体
,

形成散射层
。

本文从晶体生长热力学和动力学角度对这些
·

宏观缺陷的形成机理和克服方法进行了探讨
,

并在实践 中获得了效果
。
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